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Transistor de Pot, RF, Fet, Canal N, 8 W, 7.5 Vcc

SKU: MRF-1517-T1  Marca: PARTS ~ Categoria: Miscelaneo

$1,005.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<p style="text-align: center;'><img class="fr-fic fr-dii'
src="'data:image/png;base64,iVBORWOKGgoAAAANSUhEUgAAATCAAACECAYAAAD1C2xdAAAAAXNSROIArs4c6QAAAARNQU1BAACXjwvBYQUAAAA|cEnZcwAADsSMAAA7DAcdvgGQAABsVSURBVHhe7Z0HeBVFuBffcOISEjoktBCkC40iFmz4o0WBFXUfF67UgYgdFV
alt="'/><br /><br /></p> <p style="text-align: left;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>El Transistor <strong>MRF1517T1</strong> esta disefiado para aplicaciones comerciales e industriales de banda ancha en frecuencias

de hasta 520 MHz. La alta ganancia y el rendimiento de banda ancha de este dispositivo lo hacen ideal para aplicaciones de amplificador de fuente comun de gran sefial en equipos FM portatiles de 7,5 voltios</span></p> <p style="text-align:
left;'><span style="'font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Rendimiento especificado @ 520 MHz,7.5 Volts.</span></p> <ul> <li style="text-align: left;'><span style="'font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Potencia de salida 8
Watts.</span></li> <li style='text-align: left;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'> Ganancia de potencia 11dB.</span></li> <li style="text-align: left;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Eficiencia- 55%.
</span></li> <li style="text-align: left;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Caracterizado con paréametros de impedancia de sefial grande equivalente en
serie.</span></span></li> <li style="text-align: left;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Excelente estabilidad térmica.</span></span></li> <li style="text-align:
left;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'><span style="'font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Capaz de manejar 20:1 VSWR, @ 9,5 Vcc, 520 MHz, 2 dB de sobremodulacién.</span></span></li> <li style="text-align:

left;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Envase de plastico de montaje superficial de potencia RF.</span></span></li> </ul> <p style='text-align: center;'><span
style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'><img class="fr-fic fr-dii'
src="'data:image/png;base64,iVBORWOKGgoAAAANSUhEUgAAANQAAAE7CAYAAACIU6/7AAAAAXNSROIArs4c6QAAAARNQU1BAACXjwv8YQUAAAA]cEhZcwAADsSMAAA7DAcdvgGQAACNDSURBVHhe7d0HeFzVgS/wv8qMugxuWV22LLIj2XLHFrYx7hhcMN2AwUt:
alt="/></span></p>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Alta ganancia de potencia de 11 dB
Caracteristica 2 Eficiencia del 55% en operacion RF
Caracteristica 3 Operacion estable hasta 520 MHz
Caracteristica 4 Excelente estabilidad térmica integrada
Caracteristica 5 Soporta VSWR 20:1 en condiciones extremas
Caracteristica 6 Encapsulado SMD para montaje superficial
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